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 چکیده

اسوتفاده از روش گیورد، هاي مختلف سیلیکون صوور  مویساختارنانوبا توجه به روش هاي مختلفی که در سنتز 

 ن حوا  يوک روش ارزان و مناسو به کمک کاتالیست يکی از روش هاي مفید، مؤثر و در عی حکاکی شیمیايی

نوو   يط يکسان بر روي دو ويفور سویلیکونیرادر اين مطالعه با اعما  ش می باشد. هاي مختلف،براي سنتز ساختار

p،   با دو نو  مقاومتΩcm 0.005 و  Ωcm 12-8  اثر مقاومت بر روي سطح ويفر سیلیکون و همچنین تشوکی ،

مشاهده شد که اثر مقاومت می توانود منجور بوه تسورين رونود فرآينود  يد.ساختار با بیان مکانیسم آن بررسی گرد

همچنین  شود. در ويفرهاي سیلیکونی مقاو  بالا،  ناشی از خمیدگی نواري به دلی  تزريق حفرا  بیشتر حکاکی

پ الکترونوی روبشوی بوراي نموايخ سواختار و وسوی  میودانی میکروسوکگ FE-SEMک از تکنیاين مطالعه،  در

  ن صور  به عم  آمد.بررسی آ

 
 .خمیدگی نواريکاتالیست نقره؛ ؛ حکاکی شیمیايی ی کلیدی:هاهواژ
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 به کمک کاتالیست حکاکی شیمیايیبررسی اثر مقاومت ويفر سیلیکونی بر تشکی  ساختار سطح در روش 

 

 مقدمه

نانوالکترونیوک، ذخیوره از جمله موواد مهوم در صونعت اپتوالکترونیوک،  ،ف آنلساختارهاي مختنانوسیلیکون و 

 براي سنتز انوا  نانوساختارها از جمله انوا  روش ها  . از اينروباشندمیسنسورها و موارد ديگر هاي انرژي، کننده

درايون میوان  [.1]روش هاي بالا به پايین و روش هاي پايین به بالا به صور  فیزيکی و شیمیايی توسعه يافته است

انووا  مختلوف سواختارهاي سویلیکونی  يک روش ساده، مفید و قاب  کنتر  براي ساخت حکاکی شیمیايیروش 

، به بررسی روند اين روش بر روي ساختار تشکی  شونده بر روي دو ويفر با چگوالی در اين مطالعه می باشد. [2]

 .پرداخته شده استناخالصی متفاو  

 

 روش تحقیقمواد و 

 

روش  .باشد یسطح م يبر رو و ايجاد ساختارهاي متفاو  خل  و فرج يجادا يروش برا يک، حکاکیروش 

در  سیلیکون یمیايیش حکاکی .يردپذ یانجام م یدياس و یآل یطمح دو در یلیکونس يبرا یمیايیش حکاکی

که اصطلاحا حکاکی سیلیکون  یلیکونحذف س يا يستالینقص کر ییندو منظور تع يغالبا برا یدياس یطمح

در  سیلیکون یمیايیش حکاکی . عمومایردگیانجام م، ددگرشود و موج  ساختارهاي متفاو  مینامیده می

 يدارپا ،يدفلور یرغ يهایداس يحاو يهادر محلو  یلیکون. سگیردصور  می دبه شک  همسانگر یدياس یطمح

، بنابراين از ترکیبا  فلوريدي به گردد یجاد ميسطح آن ا يروبر  يهلا يک یمحل يها یدتوسط اکس يرااست، ز

 ی  مصور یبه آرام ید،تنها اس يدر محلو  حاو حکاکی عنوان عام  حذف کننده سیلیکون استفاده می گردد.

 ينواکنخ بد یزم. مکانرا بهبود ببخشدواکنخ  ینتیکگردد تا س یاستفاده م یستکاتال يکاز  ينرو. از ایردگ

انجام  يگزيدهبه صور  جا یاو اح يخاکسا یا سطح رسوب کرده و عمل يبر رو لزيصور  است که ذرا  ف

ت سدر اين مطالعه از نقره به عنوان کاتالی(. یردگ یدر سطح انجام م يکو آند يککاتد يندهاي)فرآیردگ یم

پاکسازي سطح سیلیکون به منظور مرحله او  ؛ تقسیم يندي گرديدسه مرحله  بهفرآيند آزمايخ  استفاده گرديد.

. مرحله دوم شام  لايه نشانی انجام گرفتاز مواد ارگانیک و آلودگی هاي سطحی و همچنین اکسیدهاي محلی 

و  ککه در اينجا براي اين منظور از محلو  حاوي اسید هیدروفلوروئی بودیکون ي سطح سیلوکاتالیست بر ر

 ،می باشد حکاکی شیمیايینقره استفاده گرديد. مرحله سوم که مرحله اصلی  آبکاري شیمايیاي رنیترا  نقره ب

طح و لیکون از سیسحذف  به منظوربه مد  يک دقیقه،  اصلیگیري ويفر سیلیکون درون محلو  مرحله قرار
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 سطح یمهندس یمل ینارسم ینشانزدهم

هیدروفولوروئیک و  حاوي اسیدآماده سازي شده در اين مرحله، . محلو  طرح ريزي شد ،تشکی  ساختار

  .بودهیدروژن پراکسايد به عنوان عام  اکسنده 

 نتایج و بحث

 

، يکسان محلو  هاي با غلظتو بالا در  مقاومت پايینبا  یلیکونس يبر رو یمیايیش حکاکیدهد می نشان  1شک  

بور روي   سواختارتشوکی  اين در حالی است که با توجه بوه شوک ، شود.  یمتخلخ  م يها یلیکونس اديجسب  ا

حکواکی شویمیايی به عبار  ديگر، اثر مقاوموت بور روي  یلیکون در ويفر مقاومت بالا سرين تر می باشد.سطح س

سطح سیلیکون با  رحفره دبه عبار  ديگر تزريق  موج  تسرين روند و تشکی  ساختار می شود. ويفر سیلیکونی،

در سطح مشترک محلو  و سطح سیلیکون در مقايسه بوا سویلیکون بوا  کمترخمیدگی نواري به علتمقاومت پايین 

 .سريعتر انجام می گیرد حکاکیرخ روند مقاومت بالا بیشتر رخ می دهد. از اينرو به دلی  تزريق حفره بیشتر، ن

 

 گیرینتیجه

 

هواي وش مفید و مناس  براي سنتز انووا  سواختارهاي متفواو  از سوطح ويفوريک ر حکاکی شیمیايیروش ( 1

 سیلیکونی می باشد.

اومت بالا می باشد کوه با مقاومت پايین بسیار بیشتر از ويفرهاي مق ،pنو   تزريق حفره در ويفرهاي سیلیکونی( 2

 گیرد.پايین نشأ  می مقاومت سیلیکونی کمتر در فص  مشترک محلو  و ويفر خمیدگی نوارياين امر از 

-مقاومت پايین بسیار سرين تر از ويفر سیلیکونی مقاوموت بوالا مویسیلیکونی در ويفر  حکاکی شیمیايیروند ( 3

 باشد.

 
 تشکر و قدردانی 

  قدرانی می شود. از اين پژوهخ  مالی از پژوهشگاه مواد و انرژي به دلی  حمايت
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 Ωcmنمونه ويفر سیلیکونی با مقاومت  a ،b ،cاز نمونه آزمايشی،  میکروسکوپی الکترونی روبشی: تصوير 1شک  

0.005 ،d ،e  وf  نمونه ويفر سیلیکونی با مقاومتΩcm 12-8 
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